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KARTA PRZEDMIOTU

polprzewodnikowych

Nazwa przedmiotu w jezyku polskim: Podstawy fizyczne przyrzadow

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim: Physical basis of semiconductor devices
| stopien / stacjonarna
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(X)

Liczba punktow ECTS 1 1

W tym liczba punktow
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o0 charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktow ECTS 0,7 0,7
odpowiadajaca zajeciom

wymagajacym bezposredniego

udziatu nauczycieli lub innych

0sOb prowadzacych zajecia
(BU)

*niepotrzebne skresli¢

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I KOMPETENCJI
SPOLECZNYCH
1. Wiedza i umiejetnosci z zakresu przedmiot Fizyka-1A lub Fizyka-1B.

CELE PRZEDMIOTU
C1 Zdobycie wiedzy w zakresie podstaw fizyki ciata statego niezbednej do rozumienia zasady
dziatania urzadzen potprzewodnikowych.
C2 Nabycie umiejetnosci przeprowadzenia prostych pomiarow elektrycznych w celu wyznaczania
podstawowych parametrow uzytkowych badanych przyrzadow.
C3 Nabycie umiejetnosci pracy w zespole.
C4 Zrozumienie potrzeby samoksztatcenia.




PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE
Z zakresu wiedzy:
PEU_WO01 rozumie podstawy fizyczne dziatania wybranych urzadzen potprzewodnikowych
PEU W02 zna zasady pomiarow podstawowych parametréw elektrycznych wybranych
elementow polprzewodnikowych

Z zakresu umiejetnosci:

PEU_UO1 potrafi wyjasni¢ podstawy dziatania wybranych przyrzadow potprzewodnikowych

PEU _UO2 potrafi wykona¢ pomiary podstawowych parametrow roéznych  diod
potprzewodnikowych

PEU_UQ3 potrafi przeprowadzi¢ analize wynikow pomiaru i oceni¢ wlasciwosci badanych
elementéw uktadow elektronicznych

Z zakresu kompetencji spotecznych:
PEU_KO1 rozumie potrzeb¢ i konieczno$¢ ciaglego zdobywania wiedzy (zaréwno
samodzielnie i w grupie)

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢¢ — wyklad Liczba godzin

Wyl | Uktady krystalograficzne. Wiazania chemiczne w ciatach statych.

Model elektronoéw swobodnych. Metale. Prawo Ohma. Przewodnictwo i
ruchliwosc.

Wy4 | Elektrony i dziury w potprzewodnikach.

Potprzewodniki samoistne i domieszkowe, z prosta i skosng przerwa

1

1

Wy3 | Model elektronow prawie swobodnych. Teoria pasmowa ciat statych. 2
1

. 2

wzbroniona.

Ztacza potprzewodnikowe: metal-potprzewodnik, ztacze p-n i tranzystor
bipolarny, hetero- i nanostruktury.

Optoelektroniczne urzadzenia potprzewodnikowe (fotodetektor, bateria
stoneczna, dioda LED i laser).

Wy8 | Tranzystory polowe JFET, MOSFET etc.. Urzadzenia CCD. 2

Wy9 | Test zaliczeniowy. 1

Suma godzin 15

Forma zajeé — laboratorium Liczba godzin

Lal Wprowadzenie do laboratorium. 1

Cztery sposrod nastepujacych ¢wiczen laboratoryjnych:

¢w.1 Pomiar charakterystyk I-U diod LED na zakres widzialny i na
podczerwien. Wyznaczenie opornosci szeregowej, wspotczynnika
idealnosci oraz przerwy wzbronionej potprzewodnika.

¢w.2 Pomiar charakterystyk I-U w funkcji temperatury ztacza p-n.

La2- Wyznaczenie dynamiki zmiany wartosci potencjatu wbudowanego od

La5 przyrostu temperatury ztgcza. Wyznaczenie przerwy wzbronionej
potprzewodnika.

¢w.3 Pomiar charakterystyk I-U diod Zenera. Wyznaczanie opornosci
statycznej i dynamicznej dla wybranych punktow pracy diody.
Wyznaczanie z oscylogramow wartosci spadku napiecia na diodzie i
pradu ptynacego przez diodg.

12




¢w.4 Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora polowego (JFET).
Wyznaczenie konduktancji i transkonduktancji dla wybranych punktéw
pracy tranzystora.

¢w.5 Pomiary charakterystyk I-U nieoswietlonej i oswietlonej fotodiody.
Pomiar zaleznosci pradu zwarcia i napiecia rozwarcia od natezenia
Swiatta. Wyznaczanie trzema metodami opornosci szeregowej ztgcza.
Sprawdzanie prawa odwrotnosci kwadratow.

¢w. 6 Pomiar zaleznosci opornosci elektrycznej metalu i potprzewodnikéw od
temperatury, wyznaczenie temperaturowego wspétczynnika opornosci
metalu i przerwy energetycznej potprzewodnika.

La6 Cwiczenia odrobkowe.

Suma godzin

15

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktad tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

N2. e-materiaty do wyktadu umieszczone w Internecie.

N3. Praca wlasna — samodzielne studia i przygotowanie do testu koncowego.

N4. e-materiaty do laboratorium umieszczone w Internecie.

N5. Praca wlasna — samodzielne studia i przygotowanie do ¢wiczen w laboratorium.

N6. Konsultacje.

N7. Praca wlasna — opracowanie wynikow pomiarowych w formie sprawozdania.

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE

Oceny (F — formujgca
(w trakcie semestru), P
— podsumowujaca (na
koniec semestru)

Numer efektu
uczenia si¢

Sposob oceny osiggnigcia efektu uczenia si¢

F1

PEU_WO1,
PEU_WO02,
PEU_UOL,
PEU_UO02,
PEU_UO03,
PEU_KO1

Odpowiedz ustna, testy.

F2

PEU_WOL,
PEU_W02,
PEU_UOL,
PEU_UO02,
PEU_UO03,
PEU_KO1

Ocena sprawozdania z laboratorium.

P1 — $rednia z uzyskanych ocen F1i F2.
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